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Daxili garginlik va dislokasiyadan azad olan InAs,Sbi, (burada x=0,57; 0,62) antimonidin metamorf
laylarinin boyiidiilmasi va genis tatdqiqi isin asas magsadi olub va bu magsad alda edilib. ilk dafe miiayyan
edilib:

1.

10.

GaSb althigla InAsgs;Sboss nazik tabaga ilea arasinda Ing3sAloeSb secilmis bufer garilmamis
(HeHanpsaxeHHble) InAsg s7Sbg 43 nazik tabagalarin alinmasina imkan verir.

GaSb altligla InAspg,Sboss nazik tabaga ila arasinda Ing3;GagesSb segilmis bufer garilmamis
(HeHanpsaxeHHble) InAsg g,Sbg 35 nazik tabagalarin alinmasina imkan verir.

Aparilan rentgen difraksiyasi tadqigatlari (reflekslarin bucaq yerlari va intensivliyi) gostarir ki, bela
usulla alinmig InAsg 57Sbg 43 va InAsg 62Sbo 3s nazik tabagalar yuksak keyfiyyata malikdilar.

Yuksak effektli rentgen difraksiyasi metodu ila InAsgs7Sbgas Vva InAsgeaSboss kristal gafasinin
simmetrik 004 va asimmetrik 335 duylnlari lGglin aparilmis tadgigatlarin ve qurulmus tars gafasin
kartlarinin analizi epitaksial geterostrukturun yiiksak keyfiyyatini va dislokasiyalarin asagi sixhigini (<10’
sm?) gostarir.

Soffaf elektron mikroskopu ila darin (cpesam) kasiklarda aparilan tadqiqatlarin analizi géstardi ki, kicik
sixligh dislokasiyalari olan ylksakkeyfiyyatli metamorf nazik tabagalari alinmisdir. Bununla da,
InAsg s7Sboas Vo INAsgeSboss nazik tabagalari Uglin, uygun olaraq xususila segilmis va daracalanmis
InAISb va InGaSb aralig buferlarinin segimi diizglin se¢im sayila bilar. Kasiklarin saffaf elektron
nmikroskopunda alinmig tasvirlari gostardi ki, uygunsuzluq dislokasiyalari vo calaq (cTbikoBKa)
defektlari asasan 2 mkm galinlhigh buferin 1,5 mkm darinliyinda qgararlasiblar. Buferin galan 0,5 mkm
galinliginda nifuz etmis dislokasiyalarin sixhgi 1 sm?-da 10" —dan cox deyil.

Atom-quvvat mikroskopiyasi metoduyla nazik tabagalarin sathinin morfologiyasinin tadqiqatlari askar
etdi ki, sahada sathin orta kvadrat nahamarhgi InAsg 6.Sbg 3s nazik tabagalari tigiin 50 mkm-da 50 mkm
arazida 6 nm barabardir va taxminan InAsg s7Sbg 43 nazik tabagalari Gglin 7 nm giymats gadar artir;
Udmanin spektrlarinin tadqgigatlari va InAsgs7Sbos -in va InAsge:Sbgss -in inca nazik tabagalarinin
fotoliiminessensiyalari gostardi ki, fotoliiminessensiyanin pikinin moévgelari va bitlin nimunalar Ugln
udmanin kanarlari uygun galir. Udmalardan kanarda har iki nazik tabaga li¢lin udma amsalinin 6l¢lsl
2.10%3cm™ -2 catir.

Fotoliminessensiyanin pikinin vaziyyati 150K temperaturda InAsgs;Sbg a3 nazik tabagalar lcln
taxminan 120 meV (10,5 mkm), InAsg 6:Sbg 35 — nazik tabagasi tgln isa 157 meV (8mkm) —dir. Xatlarin
spektral yarimeni (FWHM) taxminan 11 meV-dir va temperaturun azaldilmasiyla azalir. Temperaturun
azaldilmasiyla fotoliminessensiyanin pikinin vaziyyati qisa dalgalara taraf slruslr.

isigin kombinasiya (Raman) sapilmasi tadqgigatlarindan miiayyan edilib ki, InAs1.,Sby bark mahlulu {i¢iin
fonon spektrinin yenidan qurulmasinin iki névi (4Byxmoo0BbI TUM NepPecTPoiikn GOHOHHbIX CMEKTPOB)
xarakterikdir.

Skan edan konfokal raman mikrospektroskopu (ckaHupylolen KoHPOKaNbHON pPaMaHOBCKOM
MMKpocneKkTpockonum) vasitasi ila InAsg s7Sbg 43 va INAsg 6,Sbg 38 strukturlarinin alinmis geteroepitaksial
yuksak hamcinsliyi vo mapping rejiminda strukturun sathi izra (sahasi 100mkmx100mKm) lazer siasinin
skan edilmasi yolu ila tasdiq edilmisdir.

InAsos7Sboas v InAsgeSboss  nazik tabagalari lgun dielektrik funksiyalarin spektral asililiglar
qgurulmus, udma darinlikds elektron zonalarin ekstremumlarina uygun olan kritik nogtalar askar
edilmisdir.



11. Gorlnan (1-6eV) va infragirmizi (0-1eV) diapazonda InAsgs;Sbgas Vva InAsgeSboss nazik tabagalari

Uclin layin sdnma amsali va sindirma amsali dispersiya asiluglari qurulmusdur.

Alinmis naticalar infra-qirmizi fotoelektroniki cihazlarinda - diod lazerlari, isiq sacan diodlar (iSD),

fotogabuledicilar, doymus uducular, modulyatorlar, filtrlor va s. istifade Uc¢ln inca vyiksak keyfiyyatli

(garginlasmamis, relaksiya olunmamis (HeHanpsaMKeHHHbIX, HepenakcnpoBaHHbIx)) nazik I6vhalarin alinmasi

texnologiyasinda istifada edils bilar.
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